
253 

DOI: 10.34220/MAMSP_253-256 

УДК 004: 621.3 

РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОСХЕМ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ© 

 

К.В. Зольников1, И.И. Струков2, К.А. Чубур2, С.В. Гречаный2, А.С. Ягодкин2, 

Е.В. Грошева1 

 
1АО «Научно-исследовательский институт электронной техники» 

2ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический  

университет имени Г.Ф. Морозова» 

 

В данной статье рассматриваются технические средства контроля работоспособности 

ЭКБ специального назначения экспериментальной оценки радиационной стойкости, в усло-

виях отсутствия тестового измерительного оборудования, которое позволяет контролировать 

области наиболее поверженные деградации при воздействии ионизирующего излучения и 

тяжелых заряженных частиц космического пространства. 
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Используемое контрольно-измерительное оборудование должно обеспе-

чивать решение следующих задач [1-12]: 

- задание электрического режима в процессе облучения; 

- проведение дистанционной функциональной диагностики испытывае-

мой ЭКБ; 

- выявление и регистрацию ОРЭ, возникающих в образцах ЭКБ при воз-

действии ТЗЧ. 

Состав контрольно-измерительного оборудования, а также структурные и 

принципиальные схемы включения при испытаниях определяются в частной 

ПМИ, разрабатываемой до начала испытаний. 

Рассмотрим методы функционального тестирования ЭКБ. Функциональ-

ная диагностика должна обеспечивать: 

- дистанционную регистрацию числа ОРЭ при проведении облучений; 

- возможность раздельной регистрации (или выявления в ходе последую-

щей обработки данных функциональной диагностики) ОРЭ различных видов, в 

случае их возникновения. 

Алгоритм функциональной диагностики цифровых ИС разрабатывается 

для конкретного типа испытываемого изделия на основе предварительного ана-

лиза видов ОРЭ, характерных для данных изделий. Алгоритм функциональной 

диагностики, а также описание специализированного ПО, разработанного для 

проведения испытаний, приводятся в частной ПМИ. 

Специализированная экспериментальная оснастка (соединители, разъ-

емы, кабели, устройства для размещения объектов испытаний и юстировки их 

относительно ионного пучка и т.п.) должна обеспечивать: 

- размещение испытываемого образца в зоне облучения ускорителя; 

- изменение угла падения ТЗЧ на поверхность кристалла испыты-ваемых 

образцов ЭКБ; 

- изменение температуры при испытаниях; 

- дистанционное подключение испытываемой ЭКБ; 

- задание электрических режимов и проведение функциональной диаг-

ностики в процессе облучения с целью регистрации ОРЭ; 

- стабилизацию температуры испытываемых образцов ЭКБ. 

Описание специализированной экспериментальной оснастки приводится 

в частной ПМИ. 
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Существующая практика контроля и подтверждения стойкости ЭКБ (в 

основном, в части стойкости к воздействию ТЗЧ КП), показала следующие про-

блемы при проведении испытаний ЭКБ: 

− необоснованный отказ от испытаний, необоснованная замена расчета-

ми и распространение результатов испытаний «аналогов»; 

− недостоверное проведение испытаний (не в БО МЦИ, аккредитованных 

в ФСС КТ, недопустимыми методами, на неаттестованных установках, с кон-

тролем не всех радиационно-чувствительных критериальных параметров и при-

сущих эффектов, не во всех критичных режимах, без требуемого документиро-

вания); 

− некорректное использование результатов испытаний (распространение 

результатов испытаний «аналогов» или проведенных в других электрических 

режимах, использование неполных данных по стойкости (проверка не всех воз-

можных эффектов и параметров, не во всех режимах); 

− неопределенный порядок проведения испытаний при закупке ЭКБ для 

серийных КА (в т.ч. через второго поставщика) и выпуске ПРП РЭА. 

Существование таких проблемных вопросов приводит к недостоверному 

определению стойкости ЭКБ и РЭА КА, в том числе БКУ, к воздействию ИИ 

КП. 
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